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บทคดัย่อ 
 

        ในงานวิจยัน้ี ไดท้าํการประดิษฐ์รอยต่อวิวิธพนัธ์ุของสารก่ึงตวันาํ CdS และ CuO โดยการเตรียม

ฟิล์มบางของสารก่ึงตวันาํ CdS และ CuO โดยวิธีระเหยสารเคมีดว้ยความร้อนภายในระบบสุญญากาศ 

และวธีิรีแอค็ทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงตามลาํดบั จากการศึกษาลกัษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและ

แรงดนัไฟฟ้าขณะไม่มีการฉายแสง  พบวา่ส่ิงประดิษฐ์น้ีแสดงพฤติกรรมเรียงกระแสท่ีดีแบบไดโอดสาร

ก่ึงตวันาํ    จากการวดัความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิตํ่าในช่วง 100-300 

เคลวนิ สามารถคาํนวณหาค่าความสูงของกาํแพงศกัย ์แฟกเตอร์อุดมคติ และความตา้นทานอนุกรม โดย

อาศัยทฤษฎีเทอร์มิออนิกอิมิสชันและวิธีของชวง ได้ทําการว ัดอิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปีของ

ส่ิงประดิษฐ์รอยต่อวิวิธพนัธ์ุของฟิล์มบางของสารก่ึงตวันาํ CdS/CuO ท่ีอุณหภูมิในช่วง 25-60 องศา

เซลเซียส จาํนวนจริงและจาํนวนจินตภาพของอิมพีแดนซ์เชิงซ้อนมีค่าเปล่ียนไปตามอุณหภูมิและความถ่ี 

เซลล์แสงอาทิตยต์น้แบบน้ีให้กระแสลดัวงจรเท่ากบั 2.3x10-5 แอมแปร์ แรงดนัเปิดวงจรเท่ากบั 0.32 

โวลต์  ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตยเ์ท่ากบั 4.22 % จากการทดลองพบวา่ส่ิงประดิษฐ์น้ีสามารถ

พฒันาเป็นเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดตน้ทุนตํ่าได ้

คําสําคัญ: ฟิลม์บางของ CdS และ CuO, รีแอค็ทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง, รอยต่อวิวธิพนัธ์ุ CdS/CuO 
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ABSTRACT 
 

        In this research work, p-n heterojunction based on CdS and CuO thin films were fabricated using 

thermal evaporation and reactive DC magnetron sputtering methods, respectively. The obtained device 

exhibits a good rectifying behavior of the diode from the dark I-V characteristics. From the data of I-V 

measurements at low temperature range of 100-300 K, the junction barrier height, ideality factor and 

series resistance values can be evaluated by using thermionic emission theory and Cheung’s method. 

Impedance spectroscopy of the device was investigated at temperature of 25-60 oC. The real and 

imaginary parts of the complex impedance are changed with the temperature and frequency. The 

obtained device exhibits a short-circuit of 2.3x10-5 A, open-circuit voltage of 0.32 V and power 

conversion efficiency of 4.22 %. The experimental results suggest that the device could be used 

possibly a good candidate for photovoltaic devices with low thermal budget and low product cost. 
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